
 
FYS 3280 

H-22 

 

Halvlederkomponenter 
Formelsamling 

Formlene gjelder under visse forutsetninger. 
Noen formler er gitt for hull (elektroner) og tilsvarende formel gjelder for 
elektroner (hull) med muligens skiftet fortegn. 

 
 Si Ge GaAs 

Eg (eV) ved 300 K 1.11 0.67 1.43 

ni(cm-3) ved 300 K 1.5x1010 2.5x1013 2x106 

Atomtetthet (cm-3) 5x1022 4x1022 2x1022 

Tetthet (g/cm3) 2.33 5.32 5.31 

r 11.8 16.0 13.2 

n (cm2/Vs) 1350 3900 8500 

p (cm2/Vs) 480 1900 400 

Intrinsisk  ved 300 K (cm) 2.5x105 43 4x108 
*
nm  1.1m0 0.55m0 0.067m0 

*
pm  0.56m0 0.37m0 0.48m0 

Smeltepunkt (°C)  1415 936 1238 

 

Avogadros tall A0 = 6.02x1023 molekyler/mol 

Boltzmann’s konstant k = 1.38x10-23 J/K 
  = 8.62x10-5 eV/K 

Elektronenes ladning q = 1.60x10-19 C 

Elektronenes hvilemasse m0 = 9.11x10-31 kg 

Dielektrisitetskonstant i vakuum 0 = 8.85x10-14 F/cm 

Planck’s konstant h = 6.63x10-34 Js 
  = 4.14x10-15 eVs 

Termisk energi kT = 0.0259 eV ved 300 K 

Lysets hastighet i vakuum c = 2.998x1010 cm/s 

Richardson’s konstant A* = 120 A/K2cm2 

1 Å = 10-8 cm 
1 eV = 1.6x10-19 J 

 = 1 m tilsvarer 1.24 eV i fotonenergi 

 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS3280/h21/ 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS3280/h21/


Kap. 3 og 4 
 

Fermi-Dirac’s fordelingsfunksjon 
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Intrinsisk ladningsbærerkonsentrasjon 
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Kontinuitetsligning for hull 
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Diffusjonsligning for elektroner 
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Diffusjonslengde for elektroner nnn DL   

 



Kap.5 Overganger 
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Diodelikningen  10  kT/qVeII 
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Schottkydiode  10  kT/qVeII 
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Kap. 6 JFET 
 

Pinch-off spenning 
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Kap. 6 MOSFET 
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Kap. 7 Bipolartransistor (PNP) 
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Hullstrøm i emitter 
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Kap. 8 Fotodiode (solcelle,…) 
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